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[はじめに]: GaN は高い絶縁破壊強度や飽和電子速度など優れた物性値を持っており､高耐圧デ

バイスおよび高速動作デバイスへの応用が期待されている。前回、サファイア基板上 p-GaN ウェ

ハに作製したノーマリーオフ型 Mo ゲート GaN MISFET について報告したが、ドレイン電流が低

かった。今回 C ドープ高抵抗バッファー層を有した自立 GaN 基板上 p-GaN ウェハを用いること

で、ノーマリーオフ動作でありながら 72mA/mm の高い最大ドレイン電流を達成したので報告す

る。 

 [実験]: デバイスの断面構造を図 1 に示す。自立 GaN 基板上に成長させた高抵抗 C ドープ GaN

上に Mg 濃度 1x1018/cm3、膜厚 200nm の p-GaN を成長させたウェハを使用し、Mo を 200nm 堆

積させ、それをイオン注入マスクとして、ソース・ドレインの電極直下に Si を 1x1015/cm2イオン

注入した。その後、活性化熱処理を 1100oC で 2 分間行い、素子分離のために窒素を 1x1015/cm2

イオン注入した。最後にソース及びドレイン電極を形成し、合金化熱処理を 550oC で 1 分間行っ

た。 

 [結果]:図 2 はゲート長 2um、ゲート幅 50um のデバイスにおける Id-Vd特性である。今回、GaN

自立基板を用いたことにより、ドレイン電流は 72mA/mm というサファイア基板上の同様の素子

に比べ約４倍高い値が得られた。また、自己整合プロセスで閾値電圧は+0.4V が得られノーマリ

ーオフ型となった。高抵抗な C ドープ GaN と N イオン注入により、デバイス間リーク電流は 

10-10A 以下の低い値が得られた。 

   

図 1 デバイスの断面構造      図 2 ドレイン電流-ドレイン電圧特性 
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